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La presente invención se re fie re  a perfecciona­
mientos en lo s que se u t i l iz a  fo to transis to res, y más p a r ti-  
culaimente, aunque no exclusivamente, a c ircu ito s de dispa­
ro optoelectrónicos u tiliz a b le s  en sistemas de ignición,

5 sistemas de inyección de combustible y sistemas para la  me-* 
dición de velocidades y d istancias.

En todos los sistemas mencionados anterioimente 
se u t i l iz a  un fo to tra n s is to r que recibe radiación de una 
fuente de la  misma, a través de la s  rendijas o aberturas de 

10 un elemento opaco,' provisto de a le tas  o de aberturas y que 
es hecho g ira r  en sincronismo con el motor. Así e l fo to tran- 
s is to r  es puesto en estado de conducción cada vez que un 
haz de radiación cae sobre un área que constituye su unión 
colector-base, y es vuelto no conductor cuando la  radiación 

15 es interrumpida por el elemento opaco. Tales sistemas que 
u ti liz a n  una fuente de radiación in fra rro ja  en forma de una 
lámpara de arseniuro de galio , son bien conocidos por la s  
descripciones de la s  patentes inglesas números: 1 219 833;
1 244 630; 1 289 210; 1 330 453; 1 351 049; 1 410 782;

20 1 417 857 y 1 420 814, de la  p ro p ia 'so lic itan te .
Se ha encontrado que s i  el fo to tra n s is to r es irrar- 

diado excesivamente se sobresatura con l a  consecuencia de 
que su velocidad de conmutación es baja cuando la  radiación 
cae a cero. Bajo estas condiciones de fu erte  irrad iancia ,

25 l a  tensión de saturación colector-emisor del fo to tran s is to r 
cae por debajo de un valor dado, típicamente 300 mV.

Es, por tanto, un objeto de la  presente invención 
el e v ita r  que el fo to tra n s is to r alcance e l estado de sobre­
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saturación.
De acuerdo con un primer aspecto de la  presente 

invención se ha previsto, en combinación: un foto tra n s is to r  
dispuesto para ser conmutado a a lta  velocidad entre un es- 

5 tado saturado y un estado de no conducción mediante el in ­
terrumpir la  radiación aplicada a su unión colector-base, y 
medios para impedir que la  tensión en e l electrodo colecto.r 
del fo to tran s is to r caiga por debajo de un nivel dado como 
consecuencia de l a  sobresaturación producida por una i r r a -  

10 diación excesiva.
De acuerdo con otro aspecto de la  presente inven­

ción se proporciona un c ircu ito  disparador optoélectrónico 
que incluye: un fo totransistor* una fuente de radiación,- y 
medios interruptores de la  radiación, lo s  cuales dejan pa- 

15 sar lo s haces de radiación de la  fuente al fo to tra n s is to r y 
los interrumpen, alternativamente, en cuyo c ircu ito  se ha 
previsto medios para impedir que l a  tensión en el electrodo 
colector del fo to tran s is to r caiga por debajo de un valor 
predeterminado, como resultado de la  sobresaturación produr 

20 cida por una irrad iación  excesiva.
preferiblemente estos medios están formados por un 

diodo schottky, que es conectado en el sentido directo  en­
tr e  los electrodos base y .colector del fo to tran s is to r.

El c ircu ito  disparador puede ser u tilizado  en el 
25 campo de los sistemas de ignición por chispa, en sistemas

de inyección de combustible y en l a  medición de la  velocidad 
y/o la  distancia recorrida por un vehículo de ca rre tera .

La presente invención será descrita  ahora con mar-
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yor de ta lle , a modo de ejemplo, con referencia a los dibu­
jos adjuntos, en lo s  cuales:

La figura 1 es el diagrama de c ircu ito  de parte 
de un disparador optoelectrónico que incorpora los medios 

5 . para impedir que la-ten sió n  en el electrodo colector del fo- 
to tra n s is to r  caiga por debajo de un valor dado, y l a  figura 
2 es el diagrama de c ircu ito  de. un sistema de ignición que 
incorpora el dispositivo representado en l a  figura 1.

Haciendo re ferencia  primeramente a la  figura 1, . 
10 el disparador optoelectrónico incluye una lámpara de arse- 

niuro de galio  -1 -, un fo to tran s is to r -2 - , un disco perfora­
do -3 - que es hecho g ira r  alrededor de un eje -5 -, re s is to ­
res -R1- y -R2- y un.diodo Schóttky -SD-. Este último está 
conectado en el sentido directo entre lo s  electrodos base y 

15 colector del. fo to tra n s is to r -2 - . La sa lida  del c ircu ito  dis­
parador es tomada del electrodo colector del fo to tran s is to r.

Las ca rac te rís tica s  principales del diodo schóttky 
son, en primer lugar que es un diodo de metal portador ma- 
yoritario/sem iconductor que no tiene capacitancia de alma- 

2o cenamiento de carga, de foima que es capaz de conmutar muy 
rápidamente, y en segundo lugar que conduce típicamente a 

-O,3 -  0,4 Volt, mientras que un diodo PN semiconductor or­
dinario conduce típicamente a 0,7 - 0 , 8  Volt.

De acuerdo con e llo , s i la  tensión en el electro- 
25 do colector del fo to tra n s is to r -2 - cae a un nivel dado du­

rante l a  sobresaturación, con la  consecuencia de una conmu­
tación perezosa, el diodo schóttky conduce, suprimiendo par­
te  del mando en el electrodo base del fo to tra n s is to r. Así
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l a  presencia del diodo schottky impide que el foto tra n s is ­
to r  re su lte  sobresaturado a causa de una irrad iac ión  exce­
siva, y reduce el tiempo de conmutación del fo to tran sis to r, 
particularmente el tiempo de corte, de, típicamente, 60 mi- 

5 ero segundos a, típicamente 6 miCrosegundos..
En una fo rna.a lternativa , en lugar de proveer el 

diodo Schottky -SD-, el fo to tran s is to r puede ser impedido 
de volverse sobresaturado a causa de la  irrad iac ión  excesi- ' 
va, mediante un diseño apropiado de la  pulga del fo to tran- 

18 s is to r , de manera que cuando la  irrad iac ión  exceda de un 
nivel dado, la  corriente que se presenta a causa de l a  i -  
rrad iac ión del área de base pase al área de colector y vía 
la  unión colector -  emisor, de manera que algo de l a  fo to - 
corriente no es amplificada..

15 Un ejemplo típ ico  de sistema de ignición optoe-
lectrónico en el que se u t i l iz a  el diodo Schottky, es el 
representado en la  figura 2, que corresponde a l diagrama de 
c ircu ito  del sistema de ignición optoelectrónico descrito  
en la  so lic itud  de patente inglesa, ns 6028/75 de la  propia 

20 so lic itan te . El diodo Schottky -SD-, que está  conectado en 
sentido directo entre los electrodos base y colector del ' 
fo to tran s is to r -2 -, impide que este último llegue a sobre- . 
saturarse debido a una irrad iac ión  excesiva por l a  lámpara 
de arseniuro de. galio -1 - . , ' ' -

25 El diodo schottky también puede ser u tilizado  en
los c ircu itos descritos en cualquiera o varias de la s  s i­
guientes patentes inglesas: 1 219 833} 1 244 630} 1 289 210;
1 330 453; 1 351 049; 1 410 782; 1 417 857 y 1 420-814.
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R E I  V I ' N D I C A C  I O N E S

1. Perfeccionamientos en c ircu ito s  provistos de 
fo to transis to res, caracterizados por el hecho de disponer, 
en combinación: un fo to tra n s is to r arreglado para ser conmu­
tado a a l ta  velocidad entre un estado de saturación y un 

5 estado no conductor por interrupción de una radiación ap li­
cada a su unión colector -  base, y medios para impedir que 
la  tensión en el electrodo colector del fo to tran s is to r cai­
ga por debajo de un nivel dado, como resultado de una sobre­
saturación producida por una excesiva irrad iación .

10 2. perfeccionamientos en c ircu ito s  provistos de
fo to transis to res, según la  reivindicación 1, caracterizados 
por el hecho de que lo s indicados medios son un diodo 
Schottky que se h a lla  conectado en el sentido directo  entre 
los electrodos base y colector del fo to tra n s is to r.

15 3. Perfeccionamientos en c ircu ito s  provistos de
fo to tran sis to res, según la .re iv ind icación  1, especialmente 
un c ircu ito  disparador optoelectrónico, caracterizado por 
el hecho de comprender, en combinación:,un fo to transis to r, 
una fuente.de radiación y medios para interrum pir esta ra - 

20 diación, que permiten a lo s  haces, de radiación de la  fuente 
pasar hacia el fo to tra n s is to r y cortarlois respecto a este 
último, respectivamente, habiéndose previsto medios para im­
pedir que l a  tensión en el electrodo colector del fo to tran ­
s is to r  caiga por debajo de un nivel dado como consecuencia 

25 de l a  sobresaturación producida por una irrad iac ió n  excesi­
va.
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4. perfeccionamientos en c ircu ito s  provistos de 
fo to transisto res, caracterizados por el hecho de que dichos 
medios son un diodo schottky que se h a lla  conectado en el 
sentido directo entre los electrodos base y colector del

5 fo to tran s is to r.
5. perfeccionamientos en c ircu ito s  provistos de 

fo to transis to res.
La presente memoria descriptiva consta de s ie te  . 

hojas fo liadas, esc ritas  a máquina por una sola cara.
Barcelona, 4 de noviembre de 1977
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